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Abstract 

High step-up structures are commonly used to upgrade the low voltage levels generated by renewable 

energy sources. In this paper, a high step-up structure based on Quasi Z-Source network is presented, 

which has a simple yet functional structure consisting of two inductors and two capacitors. Due to the 

lower duty cycle of 50% for this converter, the problems of reverse recovery of diodes are solved. In 

addition, the common ground of the power switch and the input source simplifies the control circuit. 

Using the coupled inductor technique as well as the voltage multiplier cell, the converter voltage gains 

increases significantly. In addition, the stacked capacitor is used to limit the voltage stress on the switch. 

The use of the proposed structure increases the voltage gain of the converter. The proposed structure 

also reduces the level of voltage stress on the semiconductors of the circuit, which reduces the cost and 

increases the efficiency of the circuit. The converter designed with input voltage 25V and output voltage 

400V and power 100W is simulated in PSpice software and the results are presented in the article. 
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 مقاله پژوهشی

 

ا ب مبتني بر شبكه شبه امپدانس DC-DC بسیار افزاينده طراحي يك مبدل

 تكنیك سلف کوپل شده با استفاده از تنش ولتاژ کم
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کار گرفته هب ریپذدیتجد یتوسط منابع انرژ شده دیتول نییارتقاء سطح ولتاژ پا یعموماً برا ندهیافزا اریبس یساختارها :چكیده

ر عین دساده و  یساختار یارائه شده که دارا امپدانس هبر شبکه شب یمبتن ندهیافزا اریر بسساختا کیمقاله  نیدر ا .دنشویم

 یابیمشکلات باز برای این مبدل درصد ۵0کمتر  فهیوظ بیضر توجه به با .استو خازن  دو سلفمتشکل از  یکاربردحال 

شود. با یمدار کنترل م یباعث سادگ یو منبع ورود قدرت دیمشترک کل نیزم یاز طرفگردد. دیودها برطرف میمعکوس 

 شیافزا یریگمبدل به مقدار چشم ولتاژ بهره ،سلول چند برابر کننده ولتاژ همچنینشده و  پلسلف کوگیری از تکنیک بهره

استفاده از ساختار است. شده استفاده شده  کاز خازن است د،یکل یعلاوه بر آن در جهت محدودکردن تنش ولتاژ رو .ابدییم

مدار را  یهایهاد مهین یتنش ولتاژ روسطح ساختار ارائه شده  نیهمچنگردد. یبدل مولتاژ مبهره  شیباعث افزا یشنهادیپ

ولتاژ و  ولت 2۵ یورودولتاژ شده با  یمبدل طراح .گرددیراندمان مدار م شیو افزا نهیدهد که باعث کاهش هزیکاهش م

 .استنشان داده شده  جیشده و نتا یسازهیشب سیاسپا افزاردر نرم وات 100و توان  ولت 400یخروج
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 مقدمه -1

 تفادهاس به نیاز محیطی ستزی دلایل همچنین و تجدیدپذیر هایمنابع انرژی از استفاده شرایط وجود خاطر به روزمره زندگی در

 دکنندهتولی منابع این که است، لازم ... و سوختی هایپیل و خورشیدی انرژی از : عبارتند که جدیدپذیرت انرژی منابع از بیشتر

 در ابعمن این از استفاده شود. برای دیده اصلی شبکه به کمک و از نظر درآمدزایی تواندمی شخصی نیاز تامین بر علاوه انرژی

 مشکلات ایدب راستای پیشبرد هدف مذکور با نیاز مصرفی ارتقا داده شود. در متناسب را تولیدی کیفیت برق است نیاز اول مرحله

 ن ولتاژسطح پایی موجود مشکلات جمله ساخت تا به یک برق تولید شده با کیفیت دست یافت. از برطرف ممکن حد تا را راه سر

 ... ار ویر بودن ولتاژ خروجی با تغییرات بجریان مصرفی توسط بیشتر بارهای متصل به اینگونه منابع، متغ بودن نوسانی خروجی،

ا به از گذشته ت است. شده برطرف حدی تا قدرت الکترونیک زمینه در هاپیشرفت به توجه با هاکاستی این از هرکدام که است،

به  1تداییاب مبدل بوستدر ابتدا  است.مطالعات زیادی انجام شده  ریدپذیتجد یهایو حل مشکلات انرژ یوربهره یامروز برا

 دارد کیبزرگ در حدود  فهیوظضریب به  ازیبهره ولتاژ ن شیتوان نام برد اما از آنجا که در جهت افزایرا م ندهیساختار افزا لیدل

ارائه شده  یرحط[ 1]مرجع  در .شودیم... ها و ودیمعکوس د یابیمشکلات بازو  یدزنیلک از جمله تلفات یمشکلات جادیباعث ا

و بوست [ 2] 2توان به مبدل بوست سه حالتهیکننده متیتقو یساختارها گریاز د. کندیبرطرف م یکه مشکلات را تا حدود

KY [3 ]مرجع  که در دهندیم شیهره ولتاژ را افزاب کنندیاستفاده م 3هشوند وئیچخازن س کیکه از تکن ییهامبدل .اشاره کرد

و بهبود  ولتاژبهره  شیارائه شده که باعث افزا 4شده سلف کوپل کیتکن تیبا خاص یدلمب[ ۵]مرجع در  .اندشده یمعرف [4]

ارائه شده و  ئیچ شوندهو خازن سولف کوپل شده س یهاکیبا ادغام تکن ییهامبدل[ 6]مرجع  در .شودیم یکینامید یداریپا

تنش ولتاژ  شده است.شود ارائه یم ودیمعکوس د یابیکوچک که باعث کاهش مشکلات باز فهیوظ بیبهره ولتاژ در ضر شیافزا

 است. بیشتر متیبا ق یهایهاد مهیبه ن ازین نیشود و همچنیم زیادباعث تلفات  دیکل یبالا رو

شود که یم یاندوکتانس نشت شیباعث افزا نیهمچن و درویولتاژ بالا مبهره  نسبت دور ترانس شیافزا له بازویا یهادر مبدل

 داریرا پد یادیز اریفات بسلت کار در فرکانس بالا لیبه دل .[7،8] دهدیم جهیرا نت یدزنیدر هنگام کل دیسر کل جرقه خوردن دو

حل  یبرا .دارد نییبالا و راندمان پا نهیها هزمبدل نیا. [9،10] شودیکننده مجزا مخنک ستمیبه س ازیکه باعث ن آوردیم

 اندشده یمعرف 6ولتاژ یهاشونده و چند برابر کننده چیخازن سوئ ،۵یوست آبشارببا عنوان  ییهامشکلات گفته شده طرح

 یبیمعادارای اما  آوردیرا به ارمغان م ییاند که بهره ولتاژ بالاشده یمعرف 2003در سال  7امپدانسشبکه  یهامبدل. [12،11]

[ 13] هایمرجع توان بهاز دیگر ساختارهای افزاینده می .هستند یبار و منبع ورود نیمشترک ب ریغ نیزم ،مانند تنش ولتاژ بالا

دارا هستند اما به دلیل وجود ضریب وظیفه هستند و بهره ولتاژ بالایی را  8های درهم تنیدهاشاره کرد که از نوع مبدل [14]و 

شبکه امپدانس ارائه  [ 16] مرجع در .[1۵] ممکن است مشکلاتی مانند بازیابی معکوس دیودها به وجود آید درصد ۵0 بزرگتر از

نوع  .شودیبهره ولتاژ به مقدار قابل توجه م شیشده است که باعث افزاداده  رحش یو خروج یورود نیشده و نحوه اتصال ماب

 سلفبه خاطر وجود  .ساده دارند یها ساختارمبدل نیا .شبه امپدانس نام دارد یهاشبکه امپدانس مبدل یهااصلاح شده مبدل

ند کوچک هست فهیوظ دارای ضریبروجی کم است. نسبت ولتاژ خ دیکل یولتاژ رو تنش .دارند وستهیپ یورود انیجر یدر ورود

 هارائه شده که با ادغام شبکه شب یطرح[ 18]و [ 17] هایمرجع در .کنندیها را برطرف مودیمعکوس د یابیکه مشکلات باز

باعث کاهش  پسیوو با کاهش تعداد المان  شودیولتاژ مبهره  شیشونده باعث افزا چیو خازن سوئ هشوند پلو سلف کو امپدانس

 شیباعث افزا 10نگیمپپولتاژ  کیو تکن 9شبه امپدانسمبدل ارائه شده که با ادغام شبکه  [ 19] مرجع در .شودیم یینها متیق

 .ولتاژ شده است رهبه

کوپل شده و خازن سوئیچ شونده و سلول چند برابر کننده ولتاژ، بهره ولتاژ بالا  در این مقاله با ادغام شبکه شبه امپدانس و سلف

تواند باشد که مشکلات می درصد ۵0 . به لطف سلف کوپل شده و ساختار شبه امپدانس، ضریب وظیفه کمتر ازاستقابل دستیابی 

که دارای زمین مشترک با منبع ورودی  ست،اکند. همچنین مبدل دارای یک کلید قدرت بازیابی معکوس دیودها را برطرف می

در خروجی  11شود و به حسن وجود خازن استک شدهکه باعث جلوگیری از پیچیده شدن شرایط تنظیم فرمان کلید می است،

ساختار مقاله در ادامه به این شرح است. در قسمت دوم ساختار مبدل افزاینده  کند.این کلید تنش ولتاژ کمی را تحمل می



 1-12/ 1402 پاییز/ پنجهای هوشمند در صنعت برق/ سال چهارده/ شماره پنجاه و نشریه روش

 

در قسمت سوم نتایج شبیه سازی مبدل ارائه شده است. در قسمت چهارم مقایسه مبدل . بررسی گردیده استهادی پیشن

 از مطالب ارائه شده پرداخته شده است. گیری در قسمت پنجم به نتیجه انجام شده وپیشنهادی با سایر ساختارها 

 

 مبدل افزاينده پیشنهادی -2

این طرح از چهار قسمت شامل ساختار شبه امپدانس، سلف کوپل  نشان داده شده است. (1در شکل )مبدل پیشنهادی ساختار 

بخش سلف کوپل شده باعث افزایش بهره ولتاژ مبدل  .شده، سلول چند برابر کننده ولتاژ و خازن استک شده تشکیل شده است

در ورودی مدار  1L شوند.لتاژ روی کلید میهای استک شده ساختار علاوه بر افزایش ولتاژ باعث کاهش استرس وشود و خازنمی

 استکلید اصلی مدار  1Sاند. کلید با هم کوپل شده SLو  PLهای . سلفاستنقش فیلتر را دارد و باعث کاهش ریپل جریان ورودی 

را تشکیل  سلول چند برابر کننده ولتاژ 4Cو  3Cهای به همراه خازن 3Dو  2D . دیودهایدیودهای خروجی هستند O2Dو  O1Dو 

 دهند.های استک شده هستند که علاوه بر افزایش بهره تنش ولتاژ روی کلید را کاهش میدر خروجی خازن O2Cو  O1Cدهند. می

این مبدل با وجود تنها یک کلید قدرت دارای دو حالت کلید وصل و قطع است، که در هر دوره کلیدزنی شامل پنج وضعیت 

ها، سلف ورودی های کلیدی مدار که از جمله نیمه هادیداده شده است. همچنین شکل موج ( نمایش2در شکل )که کاری است 

 ( آورده شده است.3و سلف مغناطیس کنندگی در شکل )

شود. کند و شارژ میافزایش پیدا می 1Lجریان سلف  1Sالف( در زمان روشن بودن کلید -2: با توجه به شکل )1t – 0[t[ 1وضعیت 

 3Dو  2Dاز طریق دیودهای  4Cو  3Cهای خاموش هستند. همچنین از طریق القاء مغناطیسی خازن O2Dو  O1Dو  1Dدیودهای 

 شوند. روابط در این حالت عبارتند از:شارژ می
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 1D یابد. دیودکاهش می 1Lجریان سلف  1Sب( در این وضعیت با خاموش شدن کلید -2: با توجه به شکل )2t – 1[t[ 2وضعیت 

از ابتدای این وضعیت کاهش  3Dو  2Dدر حال شارژ شدن هستند. همچنین جریان دیودهای  2Cو  1Cهای شود و خارنروشن می

 شوند:صورت زیر بیان میخاموش شوند. در این وضعیت روابط به ZCSتحت شرایط  2tکنند تا در پیدا می

L1 in C1
0V V V    (6) 

 

Vin

L1

D1

C2

S1

Do1

Co1

Co2

C4

C3

Ls

D3

D2

Do2

R

C1

+

Vs

-

LM1

Lp
LK1

iL1

iC2

is





Vout

iDo1

iDo2

iD1

iD3

iD3

iout

iCo2

iCo1

 
 مبدل افزاينده پیشنهادی (:1) شكل

Figure (1): Proposed high step-up converter 
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LM1 C2
0V V   (7) 

CO1 CO2 Out
V V V   (8) 

. دیودهای استروشن  1Dخاموش و دیود  1Sدر این زمان مشابه وضعیت قبل کلید ج( -2شکل ) با توجه به :3t – 2[t[ 3وضعیت 

O1D  وO2D  هستندآماده روشن شدن. 

شوند و انرژی به خروجی منتقل روشن می O2Dو  O1Dدر این وضعیت دیودهای د( -2شکل ) با توجه به :4t – 3[t[ 4وضعیت 

 4Cو  3Cهای خازن کند.صورت محدود افزایش پیدا میجریان این دیود به O2Dبه دلیل وجود سلف ثانویه سری با دیود  شود.می

 برای وضعیت چهارم، روابط عبارتند از: ند.وشدر خورجی تخلیه می O2Dاز طریق 
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 [5t-4t] 5 تیوضع

Figure (2): Equivalent circuit of converter states (a) state 1 [t0-t1] (b) state 2 [t1-t2] (c) state 3 [t2-t3] (d) state 4 [t3-t4] (E) Status 5 [t4-t5]  
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Figure (3): Converter key waveforms 
 

یابد تا به صفر برسد. در این صورت کاهش می O2Dو( در این وضعیت جریان دیود -2: با توجه به شکل )5t – 4[t[ ۵وضعیت 

 خاموش خواهد شد. ZCSشرایط  تحت O2Dدیود 

 

 محاسبه بهره ولتاژ -1-1

 و در شود های کاری مختلف ولتاژ اجزا مدار محاسبهبرای محاسبه بهره ولتاژ نیاز است تا با معادلات حاکم بر مدار در وضعیت

 آید:دست میهرابطه زیر ب (9( و )6(، )1) و معادلات 1Lبا اجرای بالانس ولت ثانیه برای سلف تعیین گردد. نهایت بهره ولتاژ 

   
in C2 C1

D 1 D 0V V V     (14) 

 :خواهیم داشترا رابطه زیر  (10)و  (7)، (2)با استفاده از معادلات 
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1 D
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 دست خواهد آمد:هب 2Cو  1Cهای ولتاژ خازن )15(در  )14( رابطه با جایگذاری
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 توان نوشت:می 4Cو  3Cهای رای ولتاژ خازنب )4(و  )3(، )2(با استفاده از معادلات 
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n 1 D
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 توان نوشت:می )17(و  )16( ، )13( معادلات با استفاده از o1Cبرای محاسبه ولتاژ خازن 

CO1 in

1
V V

1 2D



 (19) 
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 توان نوشت:می )16(و  )12(، )10( روابط با استفاده از o2Cبرای محاسبه ولتاژ خازن 

 
CO2 in

n 2 D
V V

1 2D





 (20) 

 صورت زیر محاسبه کرد:به (20)و  (19)، (5) روابط توان بهره ولتاژ مبدل را با استفاده ازهای مدار میپس از محاسبه ولتاژ خازن
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n 2 D 1V
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1 2DV
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 های مبدلطراحي المان -2

به ترتیب از  توانهای مدار از جمله سلف و خازن با استفاده از توان خروجی و ریپل جریان، مقدار المان را میبرای طراحی المان

 شود.هانری انتخاب می-میلی 1های نشتی برابر با دست آورد. همچنین مقدار اندوکتانسهب (23)و  (22)روابط 
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L L
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L

FI I


 
 (22) 

Out

Out

D
C

V
R F

V

 
 
 
 

 
(23) 

 

 هاطراحي خازن -1-2

توان میزان تغییرات جریان در وضعیت کلید وصل یا قطع را در زمان برای محاسبه خازن با استفاده از رابطه جریان خازن می

 صورت زیر قابل محاسبه است:حات بهعملیات و همچنین ولتاژ متوسط خازن را محاسبه نمود. ظرفیت خازن با توجه به توضی
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 طراحي سلف -2-2

توان با در نظر گرفتن مقدار ولتاژ سلف در یک وضعیت کلید وصل یا قطع و همچنین متوسط با توجه به رابطه ولتاژ سلف می

 ورد:آدست همانند روابط زیر ب جریان سلف، مقدار سلف را
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T D
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 طراحي نیمه هادی -3-2

، تا بتوان با توجه به استهای مدار نیاز به حداکثر جریان عبوری از المان و ولتاژ در دو سر المان در مورد انتخاب نیمه هادی

 های متناسب با مدار را انتخاب کرد که تحمل ولتاژ و جریان عبوری را داشته باشد.میزان حداکثری ولتاژ و جریان نیمه

S1 D1 Out

1
V V V

n(2 D) 1
 

 
 (31) 
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n
V V V

n(2 D) 1
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DO1 Out
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V V
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n
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n(2 D) 1
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S1 MAX D1 MAX in LM
i i i i

 
    (35) 

LM

D2 MAX D3 MAX

i1
i i

n 2 


   (36) 

سطح ولتاژ خروجی  ،(n=2نسبت دور سلف کوپل شده ) مربوط به ساختار پیشنهادی از جمله مقادیر سلف و خازن، تمشخصا 

ولتاژ دو سر کلید در زمان قطع برابر با  ،(31)است. با توجه به معادله آمده  (1جدول ) و ورودی همچنین فرکانس کلید زنی در

 از کلید توانمی اهم( 021/0برابر  DSonRولت و  200برابر  DSVد )با توجه به مشخصات کلی که در این رنج ولتاژ استولت  9۵

IRFP4227 2 بیشترین مقدار ولتاژ در زمان قطع، برای دیود( 34( الی )31)  استفاده کرد. همچنین بر اساس معادلاتD  اتفاق

استفاده کرد،  MUR460 توان از دیودمی ولت 0۵/1برابر  VF با توجه به  و در این محدوده ولتاژ استولت  200افتد که برابر می

 تواند قابل استفاده باشد.های مدار نیز میو برای سایر نیمه هادی استدهای بسیار سریع که از نوع دیو

 
Table (1): Specifications of the proposed high step-up converter 

 (: مشخصات مبدل افزاينده پیشنهادی1) جدول

 واحد مقادير/شناسه قطعه پارامتر
 ولت 2۵ ولتاژ ورودی
 ولت 400 ولتاژ خروجی

 وات 100 توان خروجی

 کیلو هرتز ۵0 فرکانس کلید زنی

 میکرو هانری ML 100سلف مغناطیس کنندگی 

 میکرو هانری K1L 1سلف نشتی 

 - n 2نسبت دور سلف کوپل 

 میکرو فاراد 3C 10و  2Cو  1Cخازن 

 میکرو فاراد O1C 1۵خازن 

 میکرو فاراد O2C 20خازن 

 - K 99۵/0ضریب تزویج کنندگی 

 - IRFP4227 کلید مبدل

 - MUR460 دیودهای مبدل

 

 سازینتايج شبیه -3

 و جریان نشان دهنده ولتاژالف( -4شکل ) عملکرد مبدل است.( آمده است که نشان دهنده 4سازی مدار در شکل )نتایج شبیه

دلیل وجود سلف در ورودی  که به استهای تزویج مشخص کننده جریان سلف ورودی و سلفب( -4شکل ) .استدوسر کلید 

، که بیشترین ولتاژ قابل تحمل جریان دیودهای مدار رسم شده استولتاژ و ج( -4شکل ) . دراستمدار جریان ورودی بدون ریپل 



 توحید نوری -مهدی شانه -حسین جعفری رارائی/ .....افزاینده بسیار مبدل  طراحی یک

 

ولت محاسبه  400ولت و  200توان مبدل در ولتاژ ( 2جدول )در  .استکه کمتر از ولتاژ خروجی  استولت  200دیودها برابر با 

قابل دستیابی  (3جدول )های مختلف و بارهای مختلف راندمان مبدل به صورت با محاسبه تلفات در توانرده شده است. وآشده و 

 ( نشان داده شده است.۵ولت در شکل ) 400ولت و  200نمودار راندمان برای بارهای مختلف، در ولتاژ ورودی  .است

 

 
 )الف( ولتاژ و جریان کلید

 
 و سلف تزویج )ب( جریان سلف ورودی

 
 )ج( ولتاژ و جریان دیودها

سازی شده مدار پیشنهادی. )الف( ولتاژ و جريان دو سر کلید، )ب( جريان سلف ورودی و سلف تزويج، )ج( ولتاژ های شبیه(: موج4) شكل

 و جريان ديودهای مدار

Figure (4): Simulated waveforms of the proposed circuit. (a) voltage and current at both ends of the switch, (b) current of input inductor and 

coupled inductor, (c) voltage and current of circuit diodes 
Table (2): Calculation of efficiency in different voltage at 200 volts and 400 volts 
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 ولت 400ولت و  200برای ولتاژهای  های مختلف(: محاسبه راندمان در توان2) جدول

 توان نامي
ولتاژ 

 خروجي

توان 

 ورودی

توان 

 خروجي
 توان نامي راندمان

ولتاژ 

 خروجي

توان 

 ورودی

توان 

 خروجي
 راندمان

100 401 104 6/100 967308/0 100 200 103 100 9709/0 

1۵0 401 1۵7 1۵1 961783/0 1۵0 200 1۵8 1۵1 9۵۵7/0 

200 400 211 201 9۵2697/0 200 200 212 200 9434/0 

2۵0 400 26۵ 2۵0 943396/0 2۵0 200 270 2۵0 92۵9/0 

300 403 327 306 93۵78/0 300 200 330 302 91۵2/0 

 

 
 ولت 200)الف( راندمان در ولتاژ خروجی 

 
 ولت 400)ب( راندمان در ولتاژ خروجی 

 ولت 400ولت، )ب( راندمان در ولتاژ خروجي  200دمان در ولتاژ خروجي (: نمودار راندمان بر حسب توان نامي. )الف( ران5)شكل 
Figure (5): Efficiency diagram in terms of nominal power, (a) efficiency at an output voltage of 200 V, (b) efficiency at output voltage of 400 

V 

 مقايسه نتايج -4

آورده شده و از نظر نسبت ولتاژ خروجی ( 4جدول ) اند دریی که از تکنیک مشابه استفاده کردههادر این قسمت، تعدادی از مبدل

گیرند. قابل مشاهده است به ولتاژ ورودی و تنش ولتاژ روی کلید و ریپل جریان و تعداد المان نیمه هادی مورد مقایسه قرار می

ه ها است که گویای دستیابی بولتاژ کمتر نسبت به سایر مبدلکه مبدل پیشنهادی دارای بهره ولتاژ بالاتر و همچنین تنش 

( نمودارهای بهره ولتاژ و تنش ولتاژ مبدل پیشنهادی با 6هایی نسبت به سایر ساختارها شده است. همچنین در شکل )پیشرفت

 سایر ساختارها آورده شده است.

 

 گیرینتیجه -5

ینده مبتنی بر شبکه شبه مپدانس اشاره شد که قابلیت افزایش بهره ولتاژ را در این مقاله طراحی و بررسی یک مبدل بسیار افزا

مچنین شود. هدارد. این ساختار شامل یک سلف تزویج است که علاوه بر افزایش بهره ولتاژ باعث پایداری دینامیکی مدار نیز می

افزون بر این که ولتاژ خروجی افزایش یافته گیری از سلول چند برابرکننده ولتاژ و خازن استک شده در سمت خروجی با بهره

است به کاهش تنش ولتاژ روی کلید نیز کمک شده است. به خاطر وجود سلف در ورودی مدار، جریان مدار بدون ریپل است. 
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ا از رشود و سطح ولتاژ دریافتی کار گرفته میطرح پیشنهادی برای منابع انژی تجدیدپذیر که سطح ولتاژ ورودی پایین دارد به

ود شهای افزاینده مشابه پرداخته میبه مقایسه مبدل پیشنهادی با تعدادی از مبدل (4جدول ) رساند. درولت می 400ولت به  2۵

 شود.و ساختارهای گوناگون از نظر بهره ولتاژ، تنش ولتاژ روی کلید، تعداد المان بررسی می
 

Table (3): Losses and efficiency of the proposed converter 
 (: تلفات و راندمان مبدل پیشنهادی3) جدول

300 2۵0 200 1۵0 100 Psw/400V 300 2۵0 200 1۵0 100 PD/400V 

9/2 2 2/1 69/0 2/0 S1 1/۵ 6/3 2/2 27/1 ۵/0 D1 

9/2 2 2/1 69/0 3/0 Psw 07۵/0 0۵3/0 034/0 019/0 008۵/0 D2 

300 2۵0 200 1۵0 100 Pwire/400V 07۵/0 0۵3/0 034/0 019/0 008۵/0 D3 

19/0 13/0 8/0 46/0 2/0 L1 11/0 081/0 49/0 026/0 01/0 O1D 

22/0 1۵/0 9/0 ۵/0 2/0 PL 022/0 016/0 01/0 006/0 0028/0 O2D 

16/0 11/0 07/0 04/0 18/0 SL 382/۵ 803/3 768/2 34/1 ۵298/0 PD 

۵7/0 39/0 77/1 1 ۵8/0 wireP 300 2۵0 200 1۵0 100 PC/400V 

300 2۵0 200 1۵0 100 Pn 96/8 91۵/۵ ۵/3 184/2 983/0 PC1 

13 71/8 24/۵ 1۵/3 42/1 PC ۵/3 411/2 ۵24/1 84/0 381/0 PC2 

۵7/0 39/0 77/1 1 ۵8/0 wireP 169/0 121/0 0686/0 0423/0 0196/0 PC3 

9/2 2 2/1 69/0 3/0 Psw 169/0 121/0 0686/0 0423/0 0196/0 PC4 

38/۵ 8/3 77/2 34/1 ۵3/0 PD 181/0 123/0 0686/0 03۵/0 0171/0 PCo1 

8۵3/21 899/14 977/10 179/6 833/2 lossP 0207/0 0143/0 0094/0 00۵3/0 0027/0 PCo2 

9321/0 9437/0 9479/0 9604/0 9724/0 Efficiency 001/13 706/8 239/۵ 149/3 423/1 PC 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

)الف( مقايسه بهره ولتاژ مبدل پیشنهادی با ساير ساختارها، )ب(: مقايسه تنش ولتاژ ها ادی با ساير مبدلمقايسه مبدل پیشنه(: 6) شكل

 مبدل پیشنهادی با ساير ساختارها

Figure (6): Compare the proposed converter with other converters (a) comparison of the proposed converter voltage gain with other 
structures, (b) comparison of the proposed converter voltage stress with other structures 

Table (4): Comparison of the proposed high step-up converter specifications with similar high step-up converters 
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 های افزاينده مشابهل افزاينده پیشنهادی با مبدل(: مقايسه مشخصات مبد1) جدول
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